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= Para aprobar la nota debe sumar 5 puntos en total.

Cada pregunta otorga una cantidad de puntos especificada entre corchetes sobre el margen
izquierdo.

Si la pregunta es respondida correctamente suma el puntaje especificado.

Si la pregunta es respondida incorrectamente resta la mitad del puntaje especificado.
= Si la pregunta no es respondida no se asignan puntos.

Una muestra de silicio de 4rea 100 um? y longitud 1um estd dopada con atomos de fésforo
(columna 5 de la tabla periédica) con una concentracién de 1 - 10" cm™3. Para este nivel de
dopaje, los portadores tienen una movilidad p,, = 800 cm?/(V's) y u, = 350 cm?/(V's). Se aplica
una tensién de 0,1 V para que circule una corriente a lo largo de la muestra. ; Cual de las siguientes
afirmaciones es correcta?

Una muestra de silicio intrinseco sin tensién aplicada es iluminada en una de sus caras gene-
rando un exceso de portadores en esa cara y una corriente de difusién. ;Cudl de las siguientes
afirmaciones es correcta?

Una muestra de silicio de longitud 20 um que esta a 300°K tiene una concentraciéon de dopantes
aceptores N4 (z) = 1.10(124+410°m™"2) 1y =3 61 4 en metros. ¢, Cual de las siguientes afirmaciones
es incorrecta?

A una estructura MOS de poly P y sustrato N con Cx = 10 nF/cm? y densidad de dopantes
1-10" cm™3 se le aplica una tensién Vgp = 1,50 V. ;Cudnto vale la caida de tensién en el 6xido?

Dos junturas PN con misma concentracién de dopantes donores, se diferencian en que una es
simétrica y la otra es muy asimétrica, PTN. Para la juntura muy asimétrica, ;cudl de la siguientes
opciones es correcta?

Para el circuito de la figura, con V; = 5V, R = 1k} y D1 y D2 son
idénticos, indicar cual de las tensiones se corresponde con el circuito: R
D1
— Vi
D2
Un transistor MOS de canal N (Vp = 1,5V; uCox = 120 uA/V?; W/L = 20; A = 0,1V~1) en

configuracién diodo se polarizada conectando uno de los terminales, a través de una resistencia
variable de 100 k{2, a una fuente de alimentaciéon Vpp =5V y el otro terminal a tierra. jcudl es
aproximadamente el maximo valor de corriente Ip que circula por el dispositivo?

Un transistor PNP con gy = 250, 8, = 25, V4, — 00y V4, — oo tiene el emisor conectado a
tierra, el colector conectado a Voo = 3V a través de una resistencia R = 1k{2, y esta polarizado
con una corriente de base Ig = —40 pA. ;Cudnto vale la corriente de colector en médulo?

Un JFET canal N con pardmetros |[Vp| =3V y Ipss = 10 mA esta po-
larizado como muestra la figura, donde Vpp = 5V, R = 100Q y
Vz =1,3V. ;Cudnto vale la transconductancia (g,,)?
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Para un amplificador emisor comun sin carga, implementado con un transistor TBJ con 8 = 350,
Va4 — oo, resistencias de polarizacion Rg = 47k, Rc = 130 y alimentacién Vpp =5V, se le
conecta una fuente con una tensién v, = 6 mV i, con resistencia serie Ry = 50 {2, se observa que
la senal de salida distorsiona. Indique el tipo de distorsién observada.

Para un amplificador source comin implementado con un transistor de canal N con pardmetros
Vi =15V, uCxo W/L =40mA/V?, A =0V~ polarizado con Ipg = 5mA y con Rp = 500¢2,
con alimentacién de 5V, jcudl es la méxima tensién pico sin distorsién a la salida?

Un amplificador emisor comin sin carga estd polarizado con una unica resistencia de base (Rp)
y una resistencia de colector (R¢), y estd caracterizado por sus pardmetros Ay, Rin y Rour.
El amplificador funciona correctamente hasta que se destruye el transistor y es reemplazado por
uno idéntico, pero con un 8 menor. ;Cudl sera la consecuencia de este cambio de 87

Indicar cudl de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de los dispositivos disenados para
manejar potencias altas:

Un transistor MOSFET de potencia es controlado de forma tal que maneja una corriente cons-
tante de 30 A mientras tiene una tensiéon Vpg = 1V durante 10 ms, para luego pasar a régimen de
corte por 20 ms. Esta secuencia se repite indefinidamente. Para poder disipar el calor generado,
el transistor tiene adosado un disipador con resistencia térmica fg;s = 4,5°C/W, de forma que la
temperatura del dispositivo esté 30 °C por debajo de la temperatura maxima permitida, en un
ambiente cuya temperatura puede alcanzar los 70 °C Ademads, se sabe por la hoja de datos que
jo =10°C/W y 0o = 9°C/W. ;Cudnto vale la temperatura méxima de juntura?

;Por qué es necesario una légica complementaria para implementar una compuerta CMOS, en
lugar de utilizar sdlo transistores de canal N?
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